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キャリア密度制御に立脚した有機トランジスタの素子設計 
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位置選択的で、かつ広範囲の濃度領域に対応した 

ドーピング技術、並びにキャリア密度計測技術の 

確立に向けて、研究を推進中。 

有機トランジスタ（OFET）で使用される半導体材料やOFETを
使用した製品におけるキャリア移動度の値を提示する際に、明記
すべき事項（素子構造、電極の材質や表面処理の有無、測定手法
及び測定条件、接触抵抗やチャネル抵抗等のデバイスパラメー
タ）を取り纏めたものです。 
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電荷ドーピングが高性能なOFETデバイスの設計と作製に

おいて極めて有効な手段であることを、デバイスシミュ

レーション及び実験の両面から実証した。 
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